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Infrarotemitterdiode

Die VQ 175 ist eine GsAlAs-Infrarotemitterdiode mit Buchsengehiuse, das mittels einer 1ldsbaren
Steckverbindung mit einem LWL-Kabel verbunden werden kenn.
Sie ist fur den Einsatz in LWL-Ubertragungssystemen bestimmt.
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Bild S5: Mittlere Abhingigkeit des Temperaturkoeffizienten der
) DurchlaBglelchspannung vem Durchlafgleichstrom

Die vorliegenden Datenblitter disnen
ausschiiefflich der Infermationt ’
-Es konnen daraus hkeine Liefermdg-
lichkeiten  oder, Produktionsverbind-
tichkelien abgeleitet werden.
Anderungen im Sinne des techni-
. . o ‘ schen Fortschritts sind vorbehalten.
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